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РЕФЕРАТ 
 

Отчет 34 стр., 1 том, 10 риc., 2 табл., 22 ист., 1 прил. 

 

ТЕРАГЕРЦОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, КВАНТОВО-КАСКАДНЫЙ ЛАЗЕР, 

МОЛЕКУЛЯРНО-ПУЧКОВАЯ ЭПИТАКСИЯ 

 

 В соответствии с техническим заданием, в течение этапа 2016 года были 

проведены следующие исследования: 

‒ разработка конструкции многослойных гетероструктур GaAs/AlGaAs 

для квантово-каскадных лазеров ТГц диапазона; 

‒ эпитаксиальный синтез тестовых эпитаксиальных гетероструктур ТГц 

ККЛ; 

‒ исследование структурных и оптических свойств синтезированных 

эпитаксиальных гетерострутур ТГц ККЛ, сопоставление 

экспериментальных данных с результатами моделирования; 

‒ расчет переходов ТГц-диапазона между уровнями каскада; 

‒ разработка конструкции и этапов изготовления полоскового лазера ТГц-

ККЛ с двойным металлическим волноводом; 

‒ подбор режимов реактивного ионного травления в индуцировано-

связанной плазме в смеси газов BCl3/Ar для получения вертикальных 

стенок гребневых мезаполосков ККЛ и минимального распыления маски 

Ti/Au; 

‒ апробация технологии пост-ростового изготовления ТГц-ККЛ 

полосковой конструкции, включающей в себя In-Au 

термокомпрессионное соединение с легированной подложкой n+-GaAs, 

механическую шлифовку и селективное жидкостное травление 

подложки, сухое травление гребневых мезаполосков ККЛ через маску 

металлизации Ti/Au с шириной 50 и 100 мкм.  
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Основные результаты, полученные в ходе проведенных исследований, 

опубликованы в 2 работах, изданных в журналах перечня Web of Science.  

Таким образом, в результате выполнения исследований в течение этапа 

2016 года все задачи, поставленные на данном этапе, выполнены полностью.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


